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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子からの引出電極と接続対象との接
続を確実に行うこと、良好な各有機ＥＬ素子の表示性能
を確保すること。
【解決手段】有機材からなる層を含む下地層２と、下地
層２上の有機ＥＬ素子領域３と、基板１上周辺部分の有
機ＥＬ素子３Ａからの引出電極３０に対し接続対象４を
接続する接続部５とを有する有機ＥＬ表示装置で、下地
層２は有機ＥＬ素子３Ａ毎の凹凸を埋める平坦化層２０
を有し、その上にパシベーション層２１，有機ＥＬ素子
３Ａが順次形成され、接続部５は全てパシベーション層
２１で覆われ、その上に引出電極３０が形成され、有機
ＥＬ素子領域３から接続部５までパシベーション層２１
上に形成され、引出電極３０と接続対象４との間に異方
性導電膜６を介在させ熱圧着で接続され、熱圧着箇所に
合わせ平坦化層２０を除去し、接続部５に面する下地層
除去面２０Ａは基板１に対し４５°±３０°の範囲内で
傾斜した上向きのテーパ面である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に有機材からなる層を少なくとも１層含む下地層を形成し、該下地層の上に有機
ＥＬ素子を形成する有機ＥＬ素子領域と、前記基板上の周辺部分で、前記有機ＥＬ素子か
らの引出電極に対して接続対象を電気的に接続する接続部と、を有する有機ＥＬ表示装置
において、
　前記下地層は、基板上に形成された前記有機ＥＬ素子毎に設けられる薄膜トランジスタ
、色変換フィルタ又はカラーフィルタの凹凸を埋める平坦化層を有し、かつ、最上層にガ
スバリア性のパシベーション層が形成され、該パシベーション層上に前記有機ＥＬ素子が
形成され、
　前記接続部は、全て前記パシベーション層で覆われており、その上に前記引出電極が形
成されており、
　前記引出電極は画素電極と接続し、前記有機ＥＬ素子領域から前記接続部まで前記パシ
ベーション層上に形成され、前記引出電極と前記接続対象との間に異方性導電膜を介在さ
せ熱圧着により接続され、
　前記接続部は、前記接続時の熱圧着箇所に合わせて、前記平坦化層の少なくとも有機材
からなる１層を除去し、
　前記接続部に面する下地層除去面は、前記基板に対して４５°±３０°の範囲内で傾斜
した上向きのテーパ面であることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　基板上に有機材からなる層を少なくとも１層含む下地層を形成する工程と、
　前記下地層は、基板上に形成された前記有機ＥＬ素子毎に設けられる薄膜トランジスタ
、色変換フィルタ又はカラーフィルタの凹凸を埋める平坦化層を有し、前記平坦化層の少
なくとも有機材からなる１層を部分的に除去することによって接続部を形成する工程と、
　前記平坦化層の上面及び前記接続部上にパシベーション層を形成する工程と、
　前記基板上の有機ＥＬ素子領域の前記パシベーション層の上に有機ＥＬ素子を形成する
と共に前記基板上の周辺部分の前記接続部に引出電極を形成する工程と、
　前記接続部において、前記引出電極と接続対象の電極との間に異方性導電膜を介在させ
てこれらを熱圧着する工程とを有し、
　前記引出電極は画素電極と接続し、前記有機ＥＬ素子領域から前記接続部まで前記パシ
ベーション層上に形成され、
　前記接続部に面する下地層除去面は、前記基板に対して４５°±３０°の範囲内で傾斜
した上向きのテーパ面であることを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は、透明ガラス等から成る基板上にＩＴＯ等の透明電極からなる陽極
を形成し、その上に有機化合物からなる発光層を含む有機層を形成し、その上にＡｌ等の
金属電極からなる陰極を形成してなる有機ＥＬ素子を基本構成としており、この有機ＥＬ
素子を単位面発光要素として平面基板上に配列させることで画像表示を行うものである。
【０００３】
　このような有機ＥＬ表示装置においては、アクティブマトリクス駆動を行うために必要
となる薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor；以下ＴＦＴと記す。）や、或いは多色
表示を行うために必要となるカラーフィルタといった機能要素をまず基板上に形成し、こ
のような機能要素によって形成される凹凸を埋めるために、この機能要素が形成された基
板上の全面に下地層を形成して、その上に、個々の機能要素の位置に対応させて有機ＥＬ
素子を形成することが行われている。
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【０００４】
　このような有機ＥＬ表示装置の具体的な従来例を挙げると、例えば、特許文献１に記載
のものでは、基板上に、ドットマトリクス状に形成される有機ＥＬ素子を独立して駆動す
るためのＴＦＴを前述の機能要素として形成し、このＴＦＴ及びそれに接続される配線層
による凹凸を埋めるために樹脂材料等から成る平坦化層を形成している。また、この平坦
化層から発せられる水蒸気等のガス成分が有機ＥＬ素子を劣化させる虞があるため、この
平坦化層の上にガスバリア性のあるパシベーション層を形成し、その上に有機ＥＬ素子を
形成している。
【０００５】
　他の従来例としては、例えば特許文献２に記載されるように、基板上に、多色表示を行
うためのカラーフィルタ或いは色変換フィルタを前述の機能要素として形成し、このカラ
ーフィルタ或いは色変換フィルタによる凹凸を埋めるために樹脂材料層等から成る多層の
平坦化層を形成し、更にはその平坦化層上にパシベーション層を形成して、その上に有機
ＥＬ素子を形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３５６７１１号公報
【特許文献２】特開平１１－１２１１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような有機ＥＬ表示装置では、一般に、平坦化層或いはパシベーション層からなる
下地層を基板全面に形成している。しかしながら、例えば単純マトリクス駆動の表示装置
の場合、基板上の周辺近傍には、各有機ＥＬ素子からの引出電極と周辺回路、駆動ＩＣ等
とを接続する接続領域が形成されており、この接続領域では、前述した下地層の上に引き
出された引出電極に対してＣＯＦ（Chip On FPC(Flexible Printed Circuit)）等の接続
がなされている。
【０００８】
　ＣＯＦは、可撓性プリント回路（ＦＰＣ）上に駆動ＩＣチップを実装させたもので、一
般には、ＴＡＢ（Tape Automated Bonding：テープ自動化実装）によってＩＣチップを実
装したＴＣＰ（Tape Carrier Package）が採用されている。このようなＴＣＰと前述した
引出電極との接続は、両者の電極間に異方性導電膜（ＡＣＦ）を挟んで熱圧着することに
より行われるが、前述したように引出電極が樹脂材料等の有機材からなる下地層の上に形
成されている場合には、この接続に不具合が生じやすいことが確認されている。これは、
熱圧着時に引出電極の土台となる下地層が同時に熱的劣化を受けて土台として機能しなく
なり、両電極間の異方性導電膜に対して充分な熱圧着を行うことができなくなることに起
因するものと考えられる。ここで、基板上の凹凸を埋めるためには下地層の少なくとも１
層を有機材で形成する必要があるが、この有機材の耐熱限界温度と前述した熱圧着の温度
はほぼ同程度であるため（１８０℃～２００℃）、下地層上に形成した引出電極に対して
熱圧着による接続を行うと、どうしても下地層に熱的劣化が生じてしまい確実な接続を行
うことができないという問題があった。
【０００９】
　また、これは、前述したＣＯＦを接続対象とした場合だけの問題ではなく、基板上の引
出電極に対してＩＣチップを実装させるＣＯＧ（Chip On Glass）においても同様の問題
が生じる。つまり、ＣＯＧでは、ＩＣチップに形成された電極のバンプと引出電極との間
に異方性導電膜を介在させて熱圧着することが行われており、これを下地層上に形成され
た引出電極上で行うと、下地層に熱的劣化が生じてしまい確実な接続を行うことができな
いという問題が生じる。
【００１０】
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　本発明は、このような事情に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
本発明の目的は、基板上に形成された下地層の上に有機ＥＬ素子を形成する有機ＥＬ表示
装置及びその製造方法において、有機ＥＬ素子から引き出された引出電極と接続対象との
電気的な接続を確実に行うこと、或いは、この接続を確実に行った上で良好な有機ＥＬ素
子の表示性能を確保することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このような目的を達成するために、本発明による有機ＥＬ表示装置及びその製造方法は
、以下の各独立請求項に係る構成を少なくとも具備するものである。
【００１２】
　第１には、基板上に有機材からなる層を少なくとも１層含む下地層を形成し、該下地層
の上に有機ＥＬ素子を形成する有機ＥＬ素子領域と、前記基板上の周辺部分で、前記有機
ＥＬ素子からの引出電極に対して接続対象を電気的に接続する接続部と、を有する有機Ｅ
Ｌ表示装置において、前記下地層は、基板上に形成された前記有機ＥＬ素子毎に設けられ
る薄膜トランジスタ、色変換フィルタ又はカラーフィルタの凹凸を埋める平坦化層を有し
、かつ、最上層にガスバリア性のパシベーション層が形成され、該パシベーション層上に
前記有機ＥＬ素子が形成され、前記接続部は、全て前記パシベーション層で覆われており
、その上に前記引出電極が形成されており、前記引出電極は画素電極と接続し、前記有機
ＥＬ素子領域から前記接続部まで前記パシベーション層上に形成され、前記引出電極と前
記接続対象との間に異方性導電膜を介在させ熱圧着により接続され、前記接続部は、前記
接続時の熱圧着箇所に合わせて、前記平坦化層の少なくとも有機材からなる１層を除去し
、前記接続部に面する下地層除去面は、前記基板に対して４５°±３０°の範囲内で傾斜
した上向きのテーパ面であることを特徴とする。
【００１３】
　第２には、この有機ＥＬ表示装置の製造方法において、基板上に有機材からなる層を少
なくとも１層含む下地層を形成する工程と、前記下地層は、基板上に形成された前記有機
ＥＬ素子毎に設けられる薄膜トランジスタ、色変換フィルタ又はカラーフィルタの凹凸を
埋める平坦化層を有し、前記平坦化層の少なくとも有機材からなる１層を部分的に除去す
ることによって接続部を形成する工程と、前記平坦化層の上面及び前記接続部上にパシベ
ーション層を形成する工程と、前記基板上の有機ＥＬ素子領域の前記パシベーション層の
上に有機ＥＬ素子を形成すると共に前記基板上の周辺部分の前記接続部に引出電極を形成
する工程と、前記接続部において、前記引出電極と接続対象の電極との間に異方性導電膜
を介在させてこれらを熱圧着する工程とを有し、前記引出電極は画素電極と接続し、前記
有機ＥＬ素子領域から前記接続部まで前記パシベーション層上に形成され、前記接続部に
面する下地層除去面は、前記基板に対して４５°±３０°の範囲内で傾斜した上向きのテ
ーパ面であることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の全体構成を示す外観図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の要部及び本発明の一実施形態に係
る有機ＥＬ表示装置の製造方法を示す説明図である。
【図３】本発明の実施例において、アクティブマトリクス駆動される有機ＥＬ表示装置の
例を示す説明図である。
【図４】本発明の実施例において、パッシブマトリクス駆動される有機ＥＬ表示装置の例
を示す説明図である。
【図５】実施例に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明する説明図である。
【図６】実施例に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法（主に接続部形成工程）を説明する説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施形態に係
る有機ＥＬ表示装置の全体構成を示す外観図、図２は、本発明の一実施形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置の要部及び本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を示す説明
図である。
【００１６】
　これらの図において、本発明の実施形態は、透明ガラス基板等の基板１上に有機材から
なる層を少なくとも１層含む下地層２を形成し、下地層２の上に有機ＥＬ素子３Ａ（有機
ＥＬ素子領域３における個別素子）を形成して、基板１上で、有機ＥＬ素子３Ａからの引
出電極３０に対して接続対象４を電気的に接続する有機ＥＬ表示装置を前提としている。
【００１７】
　ここで、有機ＥＬ素子領域３を形成する個々の有機ＥＬ素子３Ａは、引出電極３０に繋
がる一方の電極３０Ａ（例えば、ＩＴＯ等の透明電極）と他方の電極３１Ａ（例えば、Ａ
ｌ等の金属電極）との間に発光層を含む有機発光機能層３２Ａを形成したものである。ま
た、接続対象４は、前述したＣＯＦ（Chip On FPC）によるＴＣＰ（ＴＡＢ）、ＣＯＧ（C
hip On Glass）によるＩＣチップ、或いはＣＯＢ（Chip On Board）による非可撓性回路
基板等であり、特に限定されるものではない。
【００１８】
　そして、第１の実施形態としては、引出電極３０と接続対象４との接続時の熱圧着箇所
に合わせて、下地層２の少なくとも有機材からなる層を除去した接続部５を形成すること
を特徴とする。また、製造方法としては、基板１上に有機材からなる層を少なくとも１層
含む下地層２を形成する工程と、下地層２の少なくとも有機材からなる層を部分的に除去
することによって接続部５を形成する工程と、下地層５の上に有機ＥＬ素子３Ａを形成す
ると共に接続部５に引出電極３０を形成する工程と、接続部５において、引出電極３０と
接続対象４の電極４０（リード電極等）との間に異方性導電膜６を介在させてこれらを熱
圧着部材７（ヒータツール等）で熱圧着する工程とを有することを特徴とする。
【００１９】
　このような特徴によると、基板１上に形成された下地層２は、接続時の熱圧着箇所に合
わせた位置で有機材からなる層が部分的に除去され、これによって接続部５が形成される
。そして、有機ＥＬ素子３Ａから引き出された引出電極３０はこの接続部５に形成され、
ここで、引出電極３０と接続対象４の電極４０との間に異方性導電膜６を介在させて、熱
圧着部材７による熱圧着が行われる。これによると、熱圧着箇所の下層には熱圧着を阻害
する有機材の層が無いので、異方性導電膜６は引出電極３０と接続対象４の電極４０との
間に挟持されて充分に加圧されることになり、引出電極３０と電極４０との電気的な接続
を確実に行うことができる。
【００２０】
　第２には、前述の特徴を有する有機ＥＬ表示装置或いはその製造方法において、接続部
５に面する下地層除去面２０Ａは、基板１に対して角度θ＝４５°±３０°の範囲内で傾
斜した上向きのテーパ面であることを特徴とする。
【００２１】
　これによると、前述の特徴に併せて、下地層除去面２０Ａが上向きのテーパ面を形成す
るので、その上にも成膜による層形成が可能になる。したがって、この下地層除去面２０
Ａ上に成膜によって形成される他の下地層（パシベーション層２１）或いは引出電極３０
をここで分断することなく形成することができる。
【００２２】
　下地層除去面２０Ａの傾斜角度θ＝４５°±３０°の範囲について説明すると、最大値
７５°は、その上に形成される層が分断されることなく、且つそれぞれの層の機能を確保
するに足りる充分な厚さが得られる傾斜角度である。引出電極３０に関しては、分断され
なくとも層厚が薄くなると高抵抗になり、有機ＥＬ素子の発光に影響を及ぼすことは言う
までもない。最小値１５°はテーパ形成が実用的に可能な限界の傾斜角度である。
【００２３】
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　第３には、前述の特徴を有する有機ＥＬ表示装置或いはその製造方法において、下地層
２は最上層にガスバリア性のパシベーション層２１が形成されることを特徴とする。
【００２４】
　これによると、有機材の層を含む下地層２の最上層にガスバリア性のパシベーション層
２１を形成することで、有機材から発せられる水蒸気等のガス成分を封じ込めることがで
き、このガス成分による引出電極３０或いは有機ＥＬ素子３Ａにおける有機発光機能層等
の劣化を防止することができる。特に、下地層除去面２０Ａを前述した角度のテーパ面を
有する構成にすることで、その上に形成されるパシベーション層２１の分断を回避するこ
とができる。これにより、下地層２を部分的に除去して接続部５を形成したものにおいて
も、有機材を含む下地層２は基板１の全面において完全にパシベーション層２１によって
被覆されることになり、有機ＥＬ素子３Ａの良好な表示性能を確保することが可能になる
。また、図示しないが、有機材の層を除去した接続部５の部分では、有機材の層が露出し
ない範囲でパシベーション層２１を削除した構成にしても構わない。
【００２５】
　第４には、下地層２は、基板１上に形成される機能要素３３の凹凸を埋める平坦化層２
０を少なくとも含むことを特徴とする。第５には、機能要素３３は有機ＥＬ素子３Ａ毎に
設けられる個々の機能要素３３Ａ，３３Ａ，…からなり、この機能要素３３Ａは薄膜トラ
ンジスタであることを特徴とする。第６には、この機能要素３３Ａは色変換フィルタ又は
カラーフィルタであることを特徴とする。
【００２６】
　これらの特徴によると、前述の特徴に併せて、基板上に形成される機能要素３３による
凹凸を平坦化層２０で埋めることができるので、凹凸の大小に拘わらず、一旦平坦化層２
０により平坦化された上に有機ＥＬ素子を形成することができる。したがって、高い膜厚
制御に基づいた高品質の素子を形成することが可能になる。そして、前述の各特徴は、機
能要素３３が薄膜トランジスタである場合であっても、或いは色変換フィルタやカラーフ
ィルタである場合であっても同様に得られるものであるから、アクティブマトリクス駆動
、パッシブマトリクス駆動、或いは単色、多色表示に関わりなく、引出電極接続部の熱圧
着に関して安定的な圧着品質を確保した有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供するこ
とができる。
【実施例】
【００２７】
　以下に、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。図３は、本発明の実
施例において、アクティブマトリクス駆動される有機ＥＬ表示装置の例を示す説明図であ
る。この有機ＥＬ表示装置は、透明ガラス基板等からなる基板１上に、画素を構成する有
機ＥＬ素子３Ｂ毎にＴＦＴ８が形成されており、各ＴＦＴ８には基板１上に形成された配
線（ゲート配線、ドレイン配線；図示省略）が接続されている。そして、この基板１上に
は接続部５に面する下地層除去面２０Ａを有する平坦化層２０が形成され、その上には、
平坦化層２０を覆うパシベーション層２１が形成されている。
【００２８】
　平坦化層２０は、例えば、アクリル系，ポリイミド系等の樹脂材料或いは有機シリカ等
の有機材からなり、スピンコート，ディップコート，スロットコートのような塗布法によ
って形成された層である。この平坦化層２０を形成することによって、基板１上のＴＦＴ
８或いは配線による凹凸が埋められた状態になり有機ＥＬ素子３Ｂを形成する平坦な下地
を形成している。また、パシベーション層２１は、平坦化層２０からのガス（水蒸気等）
放出を遮断することができるガスバリア性のある絶縁材料、例えば、酸化シリコン，窒化
シリコン，アモルファスシリコン等の無機材料が用いられ、イオンプレーティング，スパ
ッタリング，低温スパッタ，蒸着，ＥＢ等で成膜される。
【００２９】
　そして、この平坦化層２０及びパシベーション層２１からなる下地層２の上には、最上
層に形成されるパシベーション層２１上に有機ＥＬ素子３Ｂが形成されている。この実施
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例では、有機ＥＬ素子３Ｂは基板１側に光を取り出す構成をなしており、下地層２の上に
、ＩＴＯ等の透明電極からなり陽極を形成する画素電極３０Ｂを形成し，その上に、例え
ば、正孔注入層，正孔輸送層，発光層，電子輸送層，電子注入層からなる有機発光機能層
３２Ｂを形成し、更にその上に、陰極を形成する金属製の共通電極３１Ｂを形成している
。また、隣接する画素電極３０Ｂ及び有機発光機能層３２Ｂ間には絶縁層８１が形成され
ている。ここでは、基板１側に光を取り出す例を示したが、上下の電極及び有機発光機能
層の材料を逆転させることで上方から光を取り出す構成にすることもできる。
【００３０】
　また、基板１上の周辺部分に接続部５が形成されており、この接続部５を形成するため
に、有機材からなる平坦化層２０が部分的に除去されている。そして平坦化層２０を除去
するにあたって、接続部５に面する上向きのテーパ面からなる下地層除去面２０Ａが形成
されている。この接続部５は、下地層除去面２０Ａ上を含めて全てパシベーション層２１
で覆われており、その上に前述した画素電極３０Ｂに接続される引出電極３０が形成され
ている。したがって、接続部５においては、基板１上に有機材から成る平坦化層２０が存
在しない圧着領域が形成されており、この圧着領域において、引出電極３０と接続対象４
（例えば、ＴＣＰ（ＴＡＢ））の電極４０との間に異方性導電膜６を介在させた熱圧着に
よる接続が行われている。
【００３１】
　図４は、本発明の他の実施例に係る、パッシブマトリクス駆動される有機ＥＬ表示装置
の例を示す説明図である。以下、前述の実施例と共通する箇所には同一の符号を付して重
複した説明を一部省略する。この有機ＥＬ表示装置は、透明ガラス基板等からなる基板１
上に、多色表示を行うための色変換フィルタ或いはカラーフィルタ９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，…
が画素を構成する有機ＥＬ素子３Ｃ毎に形成されている。そして、この基板１上には接続
部５に面する下地層除去面２０Ａを有する平坦化層２０が形成され、その上には、平坦化
層２０を覆うパシベーション層２１が形成されている。
【００３２】
　そして、この平坦化層２０及びパシベーション層２１からなる下地層２の上に有機ＥＬ
素子３Ｃが形成されている。この実施例では、有機ＥＬ素子３Ｃは基板１側に光を取り出
す構成をなしており、下地層２の上に、ＩＴＯ等の透明電極からなる陽極を形成する下側
電極３０Ｃをストライプ状に形成し，その上に、例えば、正孔注入層，正孔輸送層，発光
層，電子輸送層，電子注入層からなる有機発光機能層３２Ｃを形成し、更にその上に、前
述の下側電極３０Ｃに直交したストライプ状の上側電極３１Ｃ（Ａｌ等の金属電極）を形
成している。ここでは、基板１側に光を取り出す例を示したが、上下の電極及び有機発光
機能層の材料を逆転させることで上方から光を取り出す構成にすることもできる。
【００３３】
　また、前述した実施例と同様に、基板１上の周辺部分に接続部５が形成されており、こ
の接続部５を形成するために、有機材からなる平坦化層２０が部分的に除去されている。
そして平坦化層２０を除去するにあたって、接続部５に面する上向きのテーパ面からなる
下地層除去面２０Ａが形成されている。この接続部５は、下地層除去面２０Ａ上を含めて
全てパシベーション層２１で覆われており、その上に前述した上側電極３１Ｃに接続され
る引出電極３１が形成されている。この実施例においても、平坦化層２０が存在しない圧
着領域において、引出電極３１と接続対象４（例えば、ＴＣＰ（ＴＡＢ））の電極４０と
の間に異方性導電膜６を介在させた熱圧着による接続が行われている。
【００３４】
　このような有機ＥＬ表示装置の製造方法を図５のフローに沿って説明する。まず、基板
１上に、アクティブ駆動或いは多色表示を行うための機能要素となる、ＴＦＴ８、色変換
フィルタ或いはカラーフィルタ９Ａ，９Ｂ，９Ｃ等の素子を形成する（Ｓ１）。
【００３５】
　これらの素子が形成された基板１上の全面に、前述した平坦化層２０をスピンコート等
の塗布方法によって形成する。そして、熱圧着によって接続対象４を接続する領域を定め
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て、この熱圧着箇所に合わせて平坦化層２０を除去した接続部５を形成し（Ｓ３）、この
平坦化層２０の上面及び接続部５の基板上にパシベーション層２１を形成する（Ｓ４）。
【００３６】
　この接続部形成工程（Ｓ３）及びパシベーション層形成工程（Ｓ４）を図６を参照しな
がら、更に詳細に説明する。まず、同図（ａ）に示すように、前述した塗布によって基板
１上に平坦化層２０を形成し、次に、同図（ｂ）に示すように、フォトリソグラフィ等に
よって接続部５に対応した位置に開口１００Ａを形成したレジスト層１００を平坦化層２
０上に形成する。
【００３７】
　そして、開口１００Ａ内に露出した平坦化層２０に対して、現像処理を施して開口部１
００Ａ内の平坦化層を除去する。この際、同図（ｃ）に示すように、現像液はレジスト層
１００に近接する付近でレジスト層１００の内側に入り込み、テーパ状の下地層除去面２
０Ａが形成されることになる。したがって、現像処理の時間等を制御することにより、テ
ーパ面の傾斜角度θを調整することが可能になる。
【００３８】
　このテーパ面（下地層除去面２０Ａ）の傾斜角度θの設定は、良好な有機ＥＬ素子の表
示性能を得るために重要な要因となる。この実施例においては、傾斜角度θ＝４５°±３
０°、すなわち、１５°～７５°の範囲が有効であることが確認されている。これは、１
５°より小さい角度では、テーパ面の形成自体が困難であると共に、接続部周辺に広いテ
ーパ面が形成されて基板上を有効に利用できないことになり、７５°より垂直に近い角度
では、テーパ面上で成膜されるパシベーション層や引出電極層が分断され易くなり、また
、パシベーション層や引出電極として有効な厚みを確保できないという不具合が生じるか
らである。したがって、この傾斜角度をθ＝４５°±３０°の範囲に設定することで、引
出電極断線の不具合やパシベーション層分断による有機ＥＬ素子の表示性能劣化が生じる
ことが無くなり、良好な有機ＥＬの表示性能を確保できる。
【００３９】
　その後は、図６（ｄ）に示すように、平坦化層２０上及び接続部５における基板１上に
パシベーション層２１を形成する。更には、平坦化層２０及びパシベーション層２１から
なる下地層２の上に、有機ＥＬ素子（３Ａ，３Ｂ又は３Ｃ）を形成し、接続部５において
引出電極（３０，３１）を形成する（Ｓ５）。そして、平坦化層２０が除去された接続部
５において、接続対象４を接続するための熱圧着を行う（Ｓ６）。
【００４０】
　このような実施例の有機ＥＬ表示装置及びその製造方法によると、基板１上に形成され
た下地層２は、接続時の熱圧着箇所に合わせた位置で有機材からなる平坦化層２０が部分
的に除去されて接続部５が形成される。そして、有機ＥＬ素子（３Ａ，３Ｂ，３Ｃ）から
引き出された引出電極（３０，３１）は、この接続部５で、引出電極（３０，３１）と接
続対象４の電極４０との間に異方性導電膜６を介在させた熱圧着が行われる。したがって
、熱圧着箇所の下層には熱圧着を阻害する有機材の層が無いので、異方性導電膜６は引出
電極（３０，３１）と接続対象４の電極４０との間に挟持されて充分に加圧されることに
なり、引出電極（３０，３１）と電極４０との電気的な接続を確実に行うことができる。
【００４１】
　また、下地層除去面２０Ａが上向きのテーパ面を形成するので、その上にも成膜による
層形成を行うことができる。そして、テーパ面の傾斜角度をθ＝４５°±３０°の範囲に
設定することによって、平坦化層２０上に形成するパシベーション層２１或いは引出電極
３０をこのテーパ面で分断することなく形成することができ、良好な有機ＥＬ素子（３Ａ
，３Ｂ，３Ｃ）の表示性能を確保することができる。
【００４２】
　なお、前述した各実施例では、接続部５上にパシベーション層２１を形成した例を示し
ているが、接続部５においては、平坦化層２０を露出させない範囲でパシベーション層２
１を除去して、基板１の表面を露出させてもよい。
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【符号の説明】
【００４３】
　１　基板
　２　下地層
　２０　平坦化層
　２０Ａ　下地層除去面
　２１　パシベーション層
　３　有機ＥＬ素子領域
　３Ａ，３Ｂ，３Ｃ　有機ＥＬ素子
　３０Ａ，３１Ａ　電極
　３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃ　有機発光機能層
　３３，３３Ａ　機能要素
　３０，３１　引出電極
　４　接続対象
　４０　電極
　５　接続部
　６　異方性導電膜
　７　熱圧着部材
　８　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
　９Ａ，９Ｂ，９Ｃ　色変換フィルタ又はカラーフィルタ
　１００　レジスト層
　１００Ａ　開口

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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